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Les versions consolidées de certaines publications de
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As from 1 January 1997 all |EC publications are
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Consolidated publications
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including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.
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Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refgrred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vogabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417 Graphical
symbols for use on equipment. Index, suryey and
compilation of the single sheets and |EC| 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur |la page de titre.
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See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets
Deuxiéme partie: Diodes de redressement

Section un - Specification particuliére cadre pour les diodes de redressement
(y compris les diodes a avalanche), a températures ambiante et
de boitier spécifiées, pour courants jusqu’a 100 A

PREAMBULE

les Comités
2 plus grande

1) Les deécisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions lechx es, prepaiés pa
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions,
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) (es décisions constituent des recommandations internationales et sont ggréé nationaux.
3) Ipans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exp W R & Omités nationaux adoptent

8 ou les conditions gationales le

pgermettent. Toute divergence entre la recommandation de 1f ale correspondante doit, dans la

mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans ee

la présente norme a été préparée
serhiconducteurs.

tudes n° 47 de la CEI: Digpositifs a

Cette norme est une $pé i iguliere chdfe pour les diodes de redressement (y compris
les|diodes a avalanc : : rante ef/de boitier spécifiées, pour courants jusqu’a 100 A.

Le texte de étte i docyments suivants:

Rapport de vote

47(BC)1009

W dans le tableau ci-dessus donne toute information syr le vote

figure sur la page de couverture de la présente publicatipn est le

pécifization dans le Systtme CEI d’assurance de la qualité des c¢mposants
ctronigues (IECQ).

ol - L Val L 1
Au. TS pRUTITUITonS dc a \,Ei’ CTIETY Uy ;u Preseriie norie.

Publications n°s 68-2-17 (1978): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie:

Essais, Essai Q: Etanchéité.

1912 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs, Deuxiéme partie:
Dimensions. (En révision.)

747-2 (1983): Dispositifs a semiconducteurs. Dispositifs discrets et circuits intégrés, Deuxiéme
partie: Diodes de redressement.

747-10 (1984): Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits
intégrés.

747-11 (1985): Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les dispositifs discrets.

749 (1984): Dispositifs & semiconducteurs. Essais mécaniques et climatiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

Discrete devices
Part 2: Rectifier diodes

Section One — Blank detail specification for rectifier diodes
(including avalanche rectifier diodes), ambient and case-rated, up to 100 A

FOREWORD

1) The foral decisions or agreemenls of the IEC on technical matters, prepared by Technical\Cog tee all
the Najional Committees having a special interest therein are represented, e
internatjonal consensus of opinion on the subjects dealt with.

an

2) They hgve the form of recommendations for international use and they are/atcepted b } itteps 1n
that serjse.

3) In order to promote international unification, the 1EC expresses the Aish that 2 i hdopt
the tex} of the IEC recommendation for their national rules i 3 2 it.| Any
divergemce between the 1EC recommendation and the corresponding ! S iblg, be

clearly Indicated in the latter.

This ommittee No.47: Semicondulctor
Devices.

This s ifier diodes (including avalanche rectjfier
diodes),

The t ing documents:

Report on Voting
47(C0O)1009

Full i } oMr the approval of this standard can be found in the Vqting
Report i \

The ( appears on the front cover of this publication is the specificdtion

number [in the“I'E ity Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other 1EC publications quoted in this siandard:

Publications Nos. 68-2-17 (1978): Basic environmental testing procedures, Part 2: Tests, Test Q: Sealing.
191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices, Part 2: Dimensions. (Under
revision.)
747-2 (1983): Semiconductor devices. Discrete devices, Part 2: Rectifier diodes.

747-10 (1984): Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits.

747-11 (1985): Part 11: Sectional specification for discrete devices.
749 (1984): Semiconductor devices. Mechanical and climatic test methods.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Deuxiéme partie: Diodes de redressement

Section un — Specification particuliére cadre pour les diodes de redressement
(y compris les diodes a avalanche), a températures ambiante et

de boitier spécifiées, pour courants jusqu’a 100 A

INTRODUCTION

LLle Systéme CEI d’assurance de la qualité des
cor
les
par un pays participant comme étant conformes a
soi¢nt également acceptables dans les autres pays

suiyantes de la CEI:

- T47-10/QC 700000 (1984): Dixiéme partie'

L hets sur cette page et la page suivante correspon
ind ivent étre portées dans les cases prévues a cet effet.
ldé
f1] ‘ lOrgmsme National de Normalisation sous lautorité duquel la spé

[2] [Numéro IECQ de la spécification particuliére.

bnctionne
e définir

Spé

es livrés
pplicable
ssais.
ticuliéres
blications

cification

gcification

lent aux

cification

[3] Numeéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

[4] Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre information

requise par le systéme national.

Identification du composant

[5]1 Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut avoir
plusieurs applications, cela doit é&tre indiqué dans la spécification particuliére. Les
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 2: Rectifier diodes

Section One — Blank detail specification for rectifier diodes
(including avalanche rectifier diodes), ambient and case-rated, up to 100 A

INTRODUETION

The IEC Quality Assessment System for Electronic Component 8
with the|statutes of the IEC and under the authority of the IEC.\The © ct of
to defing quality assessment procedures in such a manner thaf @ :

{dnce
3 s
compoenents reledsed

by one iarticipating country as conforming with the requiremen 8 i e specification
are equallly acceptable in all other participating countries” without t o

This plank detail specification is one of a serie afl specifications | for
semiconductor devices and shall be used i ublipations:

- 747-10/QC 700000 (1984): eneric specification for disqrete

— 747-11/QC 750100 (1985):

Required information:

Numbers shown \in ‘ora on and the following pages correspond to the folloywing
items of] requipéd yafdrmatio hich shall be entered in the spaces provided.

11: Sectional specification | for

Identificption

1] The 6f ‘the\ Nafional Standards Organization under whose authority the detail

{2] The IECQ number of the detail specification.

[3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further information
required by the national system.

Identification of the component

[5] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy
several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and inspection


https://iecnorm.com/api/?name=f73892d2e3a8002ff2069aae556945ca

(7]

18]
(9]
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caractéristiques, les limites et les exigences de contrdle relatives a ces applications doivent
étre respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, ou contenant des
matériaux instables, par exemple de I'oxyde de béryllium, les précautions nécessaires a
observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.

Dessin  d’encombrement et/ou référence aux normes correspondantes pour les
encombrements.

Catégorie d’assurance de la qualité.

Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison
des types de composants entre eux.

@%
S

N .

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le rédacteur
de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x» signifie
qu’une valeur est a introduire dans la spécification particuliére.]
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requirements for these applications shall be met. If a device is electrostatic sensitive, or

contains hazardous material, e.g. beryllium oxide, a caution statement shall be added in the
detail specification.

[7] Outline drawing and/or reference to the relevant standard for outlines.

[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between component
types.

@%
S

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the
specification writer and shall not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, “x” denotes that a value
shall be inserted in the detail specification.]
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CEI 191

Références d’encombrement:
n'existe

s de dessin CEI].

Dessin d’encombrement
[peut étre| transféré, ou donné avec plus de détails, d
de cette porme.]

O

Identification des bornes
[dessin indiquant "empla
symboles |graphiques.]

Marquagq: [leftres et chiffres, ou code de couleurs.]

pris les

{La spécification particuliére doit indigner les informations 2

sulation: [boitier avec ou sans cavité.]
plication(s): voir article 5 de cette norme.

Attention. Observer les précautions d’usage pou
DISPOSITIFS SENSIBLES AUX CHARGES El
[s'il y a lieu].

—_8 — 747-2-1 © CEI
-
[Nom (adresse) de 'ONH responsable @ | IN° de la spécification particuliére @w
(et éventuellement de 'organisme auprés duquel la spécification IECQ, plus n° dédition et/ou date.]
peut étre obtenue).] QC 750108 — ...
COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE ® | [Numéro national de la spécification particuliere.] @
CONTROLEE CONFORMEMENT A: [Cette case n’a pas besoin d’&tre utilisée si le numéro national
Spécification générique: Publication 747-10 / QC 700000 est identique au numéro 1ECQ.]
Spécification intermédiaire: Publication 747-11 / QC 750100
[et références nationales si elles sont différentes.]
A N
SPECIFICATION PARTICULIERE POUR: _ Q ®
[Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]
Renseignemehts a4 donner dans les commandes: voir article 7 de cette norme.
1. Description mécanique 2. (éré@s&&th\)
=
4 ®

tier

la manipulation des
ECTROSTATIQUES

3. Catégories d’assurance de la qualite

[a choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécifi

tation générique.]

Données de référence

marquer sur le dispositif.]

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique et/ou

l'article 6 de cette norme.]

[Indication de la polarité, si I'on utilise une méthode spéciale.]

Se reporter a la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants conformes a cette

spécification particuliére sont homologués.
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[Name (address) of responsible NAI [Number of 1IECQ detail specification, ©)
(and possibly of body from which specification is available).] plus issue number and/or date.]
QC 750108 — ...
ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED ® | [National number of detail specification.] @

QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification: Publication 747-10 / QC 700000
Sectional specification: Publication 747-11 / QC 750100
[and national references if different.]

[This box need not be used if the National number repeats IECQ

number.]

DETAIL SPECIFICATION FOR: \) ®
{Type number(s) of |the relevant device(s).]
Ordering informatign: see Clause 7 of this standard.
1. Mechanical qescription 2. Short des ri tloN\)
Qutline referencels: cufl T dxo ¢€s (iricluding avalanche rectifier diodes) ®
IEC 191-2 ...... [mandatory if available] and/or national to 100 A.
[if there is no I[EC outline].
Qutline drawing
[may be transferred to or given with more details in Clause 10
of this standard] fcavity or non-cavity]
plicatipn(s): see Clause 5 of this standard
Caution. Observe precautions for handling
> ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES, [if applicable.]
Terminal identif|cation
[drawing  showing  pin 3. Categories of assessed quality
symbols.]
[from Sub-clause 2.6 of the generic specification.]
Reference data ®

Marking: [lettery andAfigures, or colour code.]

H IS0 PR - o - 3
[The detail SPECTITCAtTON SIiTall PrescIioe tie MIoTnation to ot

marked on the device, if any.]

[See Sub-clause 2.5 of generic specification and/or Clause 6 of

this standard.]
[Polarity indication, if special method is used.]

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current Qualified Products

List.
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4. Valeurs limites (syst¢tme des valeurs limites absolues)

747-2-1 © CEI

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf
specification contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles & I’endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I’article 10 de cette norme.]

Note 1. — Le paragraphe 4.4 peut ne pas s’appliquer lorsque Vg, est donnée au paragraphe 5.3.

Valeur
Paragraphe Parameétres Symbole
min. | max.
4.1 Températures ambiantes de fonctionnement ou de boitier ombs Jeale X X
4.2 Températures de stockage N\ X X
43 S’il y a lieu, température virtuelle (équivalente) de jonction 0 X
Valeur maximale de la température de jonction pour laquelle les
mites de tension et de courant indiquées aux paragraphes 4.4
quent
44 Tensions [Toute condition telle que temps, fréquence, tempi
montage, etc., doit étre spécifiée.] (voir note 1)
44.1 Tension inverse de pointe répétitive Virm X
44.2 Tension inverse de créte Vawm X
443 Tension inverse de pointe non Vesm X
444 Y X
4.5 réquece, ‘empérature, méthode
4.5.1 pécifiée (voir figure 1) Teavy X
lterAance avec une charge résistive
4.52 une température T, spécifiée (voir fi- Travp X
ire, et pour des valeurs spécifiées de la du-
Term X
I X
de surcharge accidentelle Irsm
limite du courant de surcharge accidentelle correspond au courant
maximal appliqué aprés un fonctionnement continu a la valeur maximale du
courant direct moyen.
Les valeurs limites suivantes correspondent au courant maximal permis pen-
dant une demi-période (10 ms & 50 Hz ou 8,3 ms & 60 Hz):
a) sans application consécutive de la tension inverse Tesmn X
b) avec application consécutive de la tension inverse ITesma X
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4. Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range, unless otherwise specified.

{Repeat only sub-clause numbers used, with titles. Any additional values shall be given
at the appropriate place, but without sub-clause number(s).]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Value
Sub-clause Parameters Symbol
min. | max.

4.1 Operating ambient or case temperatures 15 e X X
4.2 Storage temperatures X x
43 Virtual junction iemperature (if required) X

Maximum value of the junction temperature for which the voltage and cur- \/

rent ratings in Sub-clauses 4.4 and 4.5 apply >
4.4 Voltages [Any condition such as time, frequency, temperature, mo

method, etc., shall be stated.] (see Note 1)
44.1 Repetitive peak reserve voltage X
442 Crest working reverse voltage X
443 Non-repetitive peak reverse voltage Vesm X
444 Continuous direct reverse voltage (if applicable) Va X
4.5 Currents [Any condition

method, etc., shall betated
4.5.1 Mean forward curfe Teavy X

In single—@.
452 If applicabléy/mg4 Teavp X
453 Ierm X
454 Iy X
4.5.5 Tesm

continuous operation at the maximum value of the mean forward current.

The following current ratings correspond to the maximum current permissible

for a half-sine wave (10 ms at 50 Hz or 8.3 ms at 60 Hz):

a) without reapplication of reverse voltage Tesm X

b) with reapplication of reverse voltage Tesnn X

Note 1. — Sub-clause 4.4 may not be applicable when Vg, is given in Sub-clause 5.3.
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caractéristiques supplémentaires éventuelles a I’endroit voulu, mais sans numéro de

\

paragraphe.]

— 12 — 747-2-1 © CEI
Valeur
Paragraphe Parameétres Symbole
min. | max.
45.6 Pour les dispositifs a température de boitier spécifiée uniquement, valeur de /1. I’
Valeur maximale, forme d’onde sinusoidale, durée = 10 ms (50 Hz) ou
8,3 ms (60 Hz):
a) sans application consécutive de la tension inverse, pour une température It X
initiale de jonction T, = 25°C
b) avec application consécutive de la tension inverse Vyyy max.. pour une FEN x
température initiale de jonction Ty; = 25°C
4.6 Puissance, §'il y a lieu
Valeur maximale de la di J X
accidentelle
4.7 Valeurs limites mécaniques
Couple au montage (s'il y a lieu) (\ X X
p /\ N \/
e A
Tr@avion -
Ay
Iravi2) ®>
I Tamb, Tcase
bl -
i I bl
\) . T cassure Tamb Max.
Tease Max. 021/89
ourbe de réduction d’une diode de redressement.
5.| Caracteéristiques électriques
Se reporter a larticle 8 de cette norme pour les exigences de contréle.
[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliére,

convient d’indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de

répéter les valeurs identiques.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a

I’article 10 de cette norme.]
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Value
Sub-clause Parameters Symbol
min. | max.
45.6 For case-rated devices only, /27 value. It
Maximum value, sinusoidal waveform, for 10 ms (50 Hz) or 8.3 ms (60 Hz):
a) without reapplication of the reverse voltage, initial junction temperature Iy X
Ty = 25°C
b) with reapplication of the reverse voltage Vywy max., initial junction tem- Iy, X
perature Ty; = 25°C
4.6 Power, if applicable
Maximum surge reverse power dissipation Pesm X
4.7 Mechanical ratings </\(\
Mounting torque ‘(if applicable) . /\\ “\\ X

5.

Electrical-characteristics

I¢

Travi

N ((1
Iravi2) i\\/lp

<> % I Tamb. Tcase

4 i —

T ! -

\) T break Tamb Max.
Tecase max. 021/89
— rent derating curve for a rectifier diode.

See Clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional characteristics shall be
given at appropriate place but without sub-clause number(s).]

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values
shall be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]
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Caractéristiques et conditions & T, ou T, = 25°C Valeur
Paragraphe sauf spécification contraire Symbole Essayé
(voir article 4 de la spécification générique) min: | max.
5.1 Tension directe
5.1 Valeur maximale pour un courant de pointe égal a m fois la valeur Vim X A2b

limite du courant direct moyen Igay,

5.1.2 S’il y a lieu, valeur maximale pour un courant de pointe en onde Vem X A2b
rectangulaire, correspondant a la valeur limite du courant direct
moyen Igavy

5.2 Courant inverse: Valeur maximale du courant inverse de pointe Igy
pour la valeur limite de la tension inverse de pointe répétitive
Vigm Ou pour une tension spécifiée lorsque Vg, est donnée au pa-

ba 42
Fagrapne—o

5121 4 25°C sans dissipation directe | '—\ X A2b
512.2 a une température élevée spécifiée, sans dissipation directe L§z \ C2b
513 Tension de claquage par avalanche, s’il y a lieu
Valeur minimale (et, pour les diodes de redressement a avalanche Vier) X A2b
contrdlée, maximale) pour un courant spécifié \>te 2
514 Recouvrement
514.1 S’il y a lieu, charge recouvrée: valeur maximale, ou valeurs Xi- \ A X C2a
male et minimale, dans des conditions spécifiées ote 2
4.2 $’il y a lieu, courant inverse de pointe de recouweinen "M X
Valeur maximale, dans des condit] i >
5 17(0( X
3 R(hJA
ou
RthJC)

Note|

6.
renseignements particuliers autres que ceux de la |case (@)
agraphe 2.5 de la spécification générique.]
7. donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le minimum
nécessaire pour passer commande d’un dispositif donné:

~ référence précise du modéle (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);

- référence IECQ de la spécification particuliére avec numéro d’édition et /ou date selon
le cas;

- catégorie d’assurance de la qualité définie au paragraphe 3.7 de la spécification
intermédiaire et, si nécessaire, séquence de sélection définie au paragraphe 3.6 de cette
méme spécification;

- toute autre particularité.]
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Characteristics and conditions at T, or T, = 25°C Value
Sub-clause unless otherwise specified Symbol Tested
(see Clause 4 of the generic specification) min.| max.
5.1 Forward voltage
5.1.1 Maximum value at the peak current corresponding to 7w times the Veu X A2b

rated maximum mean forward current gy,

5.1.2 If applicable, maximum value at the peak current of the rectangu- Ve X A2b
lar waveform corresponding to the rated mean forward current
IF(AV)Z

5.2 Reverse current: Maximum value of the peak reverse current Iy, at

the rated repetitive peak reverse voltage Vzpy Or at a specified vol-
tage when Vg, is given in Sub-clause 5.3:

5.2.1 at T, T = 25°C without forward dissipation Lerns /\(\ A2
522 at T, T = specified high temperature without forward dissipation Iprw2 < C24
5.3 Avalanche breakdown voltage, if applicable \
Minimum (and, for controlled avalanche rectifier diodes, maxi- )
<
X C2

fied conditions

mum) value at a specified current

5.4 Recovery

5.4.1 Recovered charge (where appropriate). < ,\ X
Maximum value, or maximum and minimum values, unde; b \/?&2/

54.2 Peak reverse recovery current (where appropriate): T X
Maximum value under specified conditigns
5.5 Total power dissipation: Maximum t tot X

a function of the mean on-state curren
verified under inspection requirements)

5.6 Thermal resistance (if T, i ified i 5 4. Risa
Junction-ambient or } or
requirements) Runsc

N
Note 2. —} Where appropriate.

other than that given in box (@ (Clause 1) ang/or
specification shall be given here.]

7. Ord

[The” following minimum information is necessary to order a specific device, upless
otherwise specified:

precise type reference (and nominal voltage value, if required);

IECQ reference of detail specification with issue number and/or date when relevant;

category of assessed quality as defined in Sub-clause 3.7 of sectional specification and,
if required, screening sequence as defined in Sub-clause 3.6 of sectional specification;

any other particulars.]
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8. Conditions d’essai et exigences de contrdle

747-2-1 © CEI

[Elles figurent dans les tableaux suivants, ou il convient de spécifier les valeurs et les
conditions exactes d’essai a utiliser pour un modéle donné, conformément aux essais
correspondants indiqués dans la publication applicable.]

[Le choix entre les méthodes d’essai ou les variantes doit étre fait lors de la rédaction

de la spécification particu

liére.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliére, il
convient d’indiquer les conditions et/ou les valeurs correspondantes sur des lignes
successives, en évitant, autant que possible, de répéter les conditions et/ou les valeurs

identiques.}

spécification particuliére.]

Auchin essai n’escti (3.6.6)

[Pour le groupe A, le choix entre les systémes

Sauf indication contraire, les numéros de paragraphe donnés en référenc

ot par lot

dans'-td qui suit
4 de la

raphe 3.7

dans la

v/\
?@\\\

@o]e

Conditions a T, ou T, = 25°C
sauf spécification contraire

Limites|des exi-
gences d¢ contrdle

Réf. (voir article 4 de la
spécification générique) min. max.
Sdusgronpe Ml \ v
Exa vis e)%\ 4.2.1.1
Squs-groupe Polarité| inverse,
Dispositifs \inopérants Ve >[10 [Vpymax.]
qu
Iz >[100 frpymax.]
Tsaut specification
contraire}

Sous-groupe A2b
Tension directe de pointe Vim D-041 X
Courant inverse de pointe Trrmy D-042 Voir article 5 X
Tension de claquage (S'il y a lieu) Viary D-009 X X

Sous-groupe A3
Sil v a lien

Sous-groupe A4
Sil y a lieu
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8. Test conditions and inspection requirements

[These are given in the following tables, where the values and exact test conditions to
be used shall be specified as required for a given type, and as required by the relevant
test in the relevant publication.]

[The choice between alternative tests or test methods shall be made when a detail

spe

cification is written.}

[When several devices are included in the same detail specification, the relevant
conditions and/or values should be given on successive lines, avoiding, where possible,
repetition of identical conditions and/or values.]

hroughout the following text, reference to sub-clause numbers is made

espect 1o]the

Generic Specification, unless otherwise stated, and test methods are quoted of
the|Sectional Specification.
[For sampling requirements, either refer to, or reproduce, values the
Sedtional Specification, according to applicable category(ies) of
[For Group A, the choice between AQL or LTPD systemss tail
Spacification.]
All tests afe non-destrucAve\ (3.6
N N
\/\ \/\\) Conditions at T, or T, = 25°C Inspection require-
Inspection or Aes bol Ref unless otherwise specified ment limits
P ’ (see Clause 4 of the
/\ generic specification) min. mix.
Sub-group Al \ \\/
External VW ina}?& 4.2.1.1
Sub-group A2a AN \/ Inverted polar|ty,
Inoperatipe devices Ve>{10 Viymax.]
or
I;>[100 Ipgumymiax.}
[unless otherﬂise
specified]
Sub-group A2b
Peak forward voltage Vem D-041 X
Peak reverse current TInrm D-042 See Clause 5 X
Breakdown voltage (if required) Viery D-009 X X

Sub-group A3
If applicable

Sub-group A4
If applicable
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GrourE B

Contréles lot par lot
(dans le cas de la catégorie I, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

LIS = limite inférieure de la spécification

M H PR Ve . b, d A
LSS = limite supérieure de la Speclflcatl()n} u groupe

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Conditions a T, ou T, = 25°C Limites des exi-

. i écificati ntraire ences de contrdl

Examen ou essai Symbole Reéf. saul specnflc.auon contra & ¢
(voir article 4 de la

spécification générique) min. max.

jol%]

oif afticle 1 de
tte| norme]

us-groupe Bl
mensions 422
Ann.B /\

) )
<7

N,

Spus-groupe B3 \/
Rpbustesse des sorties.
Si applicable:
o| Pliage (D) 749, Force = JoirN49\ 1LN2] Pas de détérioration

II, 1.2

et/ou .

o Couple (D) 749,

10, 1.4 Q

AN A
Spus-groupe B4 N Q
" Spudabilité, s’il y a lieu péefié bain de soudure Mouilldge correct

9, Comfilg s,
\‘l{\ préfexence]

N
bus-groupe BS \
ariations rapides de température,

FM
R

< 4

ivies de:
Pour les dispositifs sa
Essai cyclique de chaleu

(D)
apec les mesur
tension directeMd.

D ‘4

9, NN T = N
mbre de cycles = 50 pour les
\ boptiers sans cavité.
cavité

749, Essai Db, variante 2, sévérité 55 °C,
11k, 4 nombre de cycles = '

les:

Comme en A2b LSS
courant invers Comme en A2b LSS
Pour les disgOsits ayec cayite

749, Paragraphes 7.2, 7.3 ou 7.4

111, 7 combinés avec essai Qc, 68-2-17

Etanch?\

747-2, Polarisation en inverse

\% ou: a haute
durée en fonctionnement tempdrature
{Iravy = 80% a 100% de Iruvymax.]
avec les_mesures finales:
@ terision directe de pointe Vem Comme en A2b ' 1,1LSS

' © pon h - o 2LSS
WVOUTAIIU TITVOTIOU  Us lJUllll.C ‘RRMI CULIIMTIC CIF AZU

Sous-groupe RCLA Informations par attributs pour B3, B4, B5 et BS.
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Group B

Lot by lot

(in the case of category 1, see the generic specification, Sub-clause 2.6)

LSL = lower specification limit
USL = upper -specification limit

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

} from group A

Conditions at T, or T, = 25°C
unless otherwise specified

Inspection require-
ment limits

AN

Sub-grojp BS
Rapid dhange of temperature,

followed by:
a) for rfon-cavity devices
® Damp heat, cyclic (D)

es = 50 for non-

Db, variant 2, severity 55 °C,
number of cycles =

1 i .
nspection or test Symbol Ref. (see Clause 4 of the
generic specification) min. max.
Sub-grogp Bl
Dimensfons 422 lause~]| of
App. B his_‘standarf]
A\,
Sub-group B3 \ \>
Robustness of terminations.
Where gpplicable:
® bending (D) 749, Force = [see 749 A1, 1 damage
I, 1.2
and/¢r
o torque (D) 749,
i, 1.4 | - . m
~
Sub-groyp B4 \/
Solderability, where applicable 9, spekified [(sol{er )bath pfeferred] Good wetting
II,
~—

with final measurem, > p
o peak| forward voltage A As in A2b USL
® peak|reverse current M As in A2b USL
b) For favity devices N
® Sealihg \/ 749. Sub-clauses 7.2. 7.3 or 7.4
/\ \ I, 7 | combined with test Qc, 68-2-17
Sub-group \/
Electrichl 747-2, Reverse bias
\Y or: at high
operating life temperature
[Travy = 80% to 100% of Ig,y, max.]
with fikal measiwements:
® peak| fofward voltage Vem As in A2b 1.JUSL
® peak| reverse current Ierm As in A2b 2USL

Sub-group CRRL

Attributes information for B3, B4, BS and BS.
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Groure C

Contréles périodiques

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

} du groupe A

747-2-1 © CEI

Conditions a T, ou T, = 25°C Limiter des exi-
Examen ou essai Symbole REF. sauf s;?écific‘ation contraire gences de contrdle
(voir article 4 de la
spécification générique min. max.
Sous-groupe Cl
Dingensions 422 [Voir artigle 1 de
Ann. B /\(\ \cette nprme}
Sous-groupe C2a \ \
Chdrge recouvrée, s’il y a lieu 0, D-045 <\ X
N
Sous-groupe C2b
Coyrant inverse de pointe Iegma D-042 Pour la valeug_li 't&m a \> X
’ Tombs [hatxe ture
(specxflee
f= /so/l‘ﬁe\
Soys-groupe C2¢ \/
Coyrant direct de surcharge Iesm D-043 X
accidentelle \
avef les mesures finales:
o tpnsion directe de pointe Vem < Coigme €m A2b LSS
® dourant inverse de pointe Tnpa /l Com € en LSS
Soys-groupe C4 \)
Régistance a la chaleur de so e % spécifié]
(D) /\ I1, 2%
avef les mesures finales: \
@ iknsion directe de point Ve omme en A2b LSS
® dourant inverse/% pointe . Comme en A2b LSS
N, N,
Sods-groupe C7 \ \ \/
Essi continu de chaledr (D) > 749, [Comme spécifié]
1, 5
ou:
essqi 749, Essai Db, variante 2, sévérité 55 °C,
[po 111, 4 nombre de cycles =
me
ave
o Vim 1,1LSS
° Trry 2LSS
Soifs-groype C8\/
Enqurance_¢lectrique (1000 h min.) 747-2, Polarisation en inverse
v ou: 4 haute
dureée en fonctionnement Temperature
[Irav) = 80% a 100% de Jg sy, max.] J
avec les mesures finales:
@ tension directe de pointe Veum Comme en A2b 1,1LSS
® courant inverse de pointe Inrm Comme en A2b 2LSS
Sous-groupe C9
Stockage a haute température (D) Min.: 1 000 h a 7, max.
avec les mesures finales:
@ tension directe de pointe Vem Comme en A2b 1,1LSS
@ courant inverse de pointe Ik Comme en A2b 2LSS

Sous-groupe RCLA

Informations par attributs pour C4, C5, C7, C8 et C9.
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